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１．概要（Summary） 

部品の小型化要求の高まりにより、小型電子部品にお

いては微細で高精度の構造形成技術が必要とされてきて

いる。そこで、微細かつ高精度の構造形成を実現するサ

ブミクロンレベルのパターニング技術を検討した。具体的

にはレジスト厚 1.45 m、ライン幅 0.65 mあるいはスペ

ース幅 0.95 mが得られる条件出しを行い、デバイス開

発の試作検討に適用した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

i線露光装置 

 

【実験方法】 

熱酸化膜が形成されている 3"Si ウェハを用いた。フォ

トレジストでレジスト厚 1.45 m、ライン幅 0.65 mあるい

はスペース幅 0.95 mの高精細パターニングを行った。

レジストパターニングが所望の構造になっていることを断

面 SEMにより確認した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

目的としたレジスト厚 1.45 m、ライン幅 0.65 m ある

いはスペース幅 0.95 m の高精細レジストパターニング

が実現できた。 

高精細レジストパターニングにおいては、Fig. 1 のよう

な断面形状が確認された。今後の課題として、エッチング

後のパターンサイズに合わせたマスク設計およびフォトリ

ソ条件の最適化、および面内加工精度バラつきの低減な

ど実用化に向けた取り組みを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

増田賢一様（産総研NPF）に感謝します。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

Fig. 1 Cross sectional view of photoresist 

patterning, a) Line, b) Space. 
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